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Тонкопленочные покрытия находят применение в различных сферах: в материаловедении – для создания упрочняющих и износостойких покрытий, в электронике – для создания источников света [1]. Одним из главных параметров тонкопленочного покрытия является её неравномерность. В связи с необходимостью групповой обработки подложек с требуемой неравномерностью используются установки с барабанным подложкодержателем.

Целью работы является оценка зависимости неравномерности тонкопленочного покрытия от геометрических размеров барабанного подложкодержателя и расположения магнетрона.

Расчет неравномерности покрытия с использованием методов компьютерного моделирования, в сравнении с изготовлением оборудования и непосредственным измерением неравномерности пленки, позволяет за меньшее время и стоимость получить результат и внести корректировки в геометрические значения.
 При моделировании [2] используется стандартный протяженный магнетрон с размерами 60х300 мм, расположенный с внешней стороны барабана, и барабанный подложкодержатель с возможностью расположения 7-ми подложек 60х48 мм вдоль образующих барабана. 

Моделирование неравномерности в зависимости от радиуса барабана в диапазоне от 50 до 400 мм при фиксированном расстоянии равным 100 мм от магнетрона до подложки показало, что неравномерность на подложках будет незначительно уменьшаться с увеличением радиуса барабана: на центральной подложке с 2,9% до 1,8%; на второй подложке от центральной с 16,3% до 15,4%; на третьей подложке от центральной с 34,3% до 34,2%. Однако на четвертой подложке от центральной неравномерность несущественно увеличивается с 49,8% до 51,9%, что обуславливается наибольшей удаленностью от магнетрона.

Моделирование неравномерности в зависимости от расстояния от магнетрона до подложкодержателя в диапазоне от 50 до 400 мм при фиксированном радиусе барабана равным 150 мм, показало, что с увеличением расстояния неравномерность покрытия будет значительно снижаться: на второй подложке от центральной с 8,9% до 5,4%; на третьей подложке от центральной с 50,3% до 9,8%. На центральной подложке неравномерность увеличивается с 0,2% до 1,1%.

Таким образом, в результате моделирования показано, что неравномерностью тонкопленочного покрытия незначительно уменьшаться с увеличением радиуса барабана и намного сильнее уменьшается с увеличением расстояния от магнетрона до подложкодержателя.
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